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요약

다른 전원전압으로 동작하는 회로간을 접속하는 인터페이스로서 이용하는 것이 가능한 것으로, 불필요한 
전류의 발생을 방지하면서 고속동작 및 비용절감을 도모할 수 있는 출력버퍼회로를 제공한다.

데이터 및 인에이블신호를 입력하는 프리버퍼제어회로(C1,C2)와, 회로(C1)가 출력한 신호를 입력하여 제1
신호를 출력하고, P형Tr(QP5,QP4,QN4,QN5)을 갖추는 제1프리버퍼(PB1), 회로(C2)가 출력한 신호를 입력하
여  제2신호를  출력하는  프리버퍼회로(PB2)와,  회로(PB1,PB2)와  출력단자(I/O)간에  설치되고, P형

Tr(QP1,QN6,QN2)을 갖추는 메인버퍼(MB1), 동일 N형기판에 형성된 P형Tr(QP2 QP4)을 구비한다.

대표도

명세서

도면의 간단한 설명

제1도는 본 발명의 제1실시예에 의한 입출력버퍼회로의 구성을 나타낸 회로도.

제2도는 본 발명의 제2실시예에 의한 입출력버퍼회로의 구성을 나타낸 회로도.

9-1

1019960034309



제3도는 종래의 출력버퍼회로의 구성을 나타낸 회로도.

제4도는 종래의 다른 출력버퍼회로의 구성을 나타낸 회로도이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

C1 C4 : 프리버퍼제어회로          IN1 IN8 : 인버터

NR1,NR2 : NOR 게이트             NA1,NA2 : NAND게이트

DO : 데이터출력단자                  N1 N4,N11 N14 : 노드 

EN : 인에이블신호 입력단자          DI : 데이터입력단자

I/O : 입출력단자                         O : 출력단자

PB1 PB5 : 프리버퍼회로             QP1 QP7,QP11 QP15 : P형Tr

QN1 QN8,QN14 : N형Tr           MB1 MB3 : 메인버퍼회로

R : 저항

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 출력버퍼회로에 관한 것으로, 특히 동일 시스템에 있어서 다른 전원전압의 공급을 받는 복수의 
회로가 존재하는 경우의 회로간의 인터페이스에 관한 것이다.

최근, 반도체집적회로에서는 고집적화 및 고속화를 도모하기 위해 소면적화가 진행되고 있다. 이 경우에, 
절연파괴의 방지를 도모할 필요가 있다. 또한, 소비전력을 절감하기 위한 전원전압의 저전압화가 행해지
고 있다. 

그러나, 이것에 넓게 이용될 수 있는 5V의 전원전압에서 3.3V 등의 저전원전압으로의 이행은 있는 기간을 
경계로 시스템 전체에 완전히 치환되는 것은 없다. 이 때문에, 동일 시스템에 있어서 다른 전원전압으로 
동작하는 회로가 공존한다. 이 결과, 5V 등의 높은 전원전압으로 동작이 보정되도록 설계된 회로와 3.3V 
등의 저전원전압으로 동작이 보정되도록 설계된 회로가 직접 접속되게 된다. 일반적으로 메모리회로와 마
이크로프로세서 등의 저전원전압화의 쪽이 주변회로 등에 비해 진행되고 있다. 따라서, 메모리와 마이크
로프로세서 등이 3.3V 등의 저전원전압으로 동작하고, 주변회로가 5V 등의 높은 전원전압으로 동작하게 
되는 경우가 생기고 있다.

이와 같은 경우, 고전원전압으로 동작하는 회로가 출력한 5V 등의 진폭을 가진 신호를 저전원전압으로 동
작하는 회로가 직접 신호하면, 다음과 같은 문제가 생긴다. 저전원전압으로 동작하는 회로에 있어서, 회
부단자와 저전원전압단자간에 풀업(pull-up)용 트랜지스터로서 p채널형 MOS트랜지스터(이하, P형Tr로 명
한다)의 양단이 접속되어 있다. 외부단자에서 5V의 신호가 입력되면, 이 P형Tr이 종래는 오프상태로 되는 
경우에 있어서도 온하고, 외부단자에서 저전원전압단자로 불필요한 전류가 흐른다. 또한, 외부단자에서 P
형Tr이 형성되어 있는 N형 웰기판에 향하여 불필요한 전류가 흐른다. 더욱, 외부단자와 접지전압(Vss) 단
자간에 N채널형 MOS트랜지스터(이하, N형Tr로 명한다)의 양단이 접속되어 있지만, 이 N형Tr의 게이트산화
막에 허용내압 이상의 전압이 인가되어 게이트산화막이 파괴되는 문제도 있다.

이와 같은 문제에 대해 종래에 할 수 있었던 기술에는 3.3V 등의 저전원전압으로 동작하는 회로내에 출력
버퍼회로만 5V 등의 높은 고전원전압으로 동작하도록 한 것이 있다. 그러나, 3.3V 등의 저전압으로 동작
하는 내부회로와 5V 등의 고전압으로 동작하는 출력버퍼회로간에 전압변환회로가 필요하게 되고, 이 전압
변화회로가 설치됨으로써 동작이 지연하는 새로운 문제가 생긴다.

또한, 출력버퍼회로에 있어서 저전원전압에서 최적화한 트랜지스터를 사용하는 것은 어렵고, 5V 등의 전
압으로 끊어서 얻은 산화막을 갖추는 트랜지스터의 제조가 필요하게 되어 제조공정이 복잡화하고 비용의 
상승을 초래한다. 그래서, 5V 등의 높은 내압을 갖추는 트랜지스터를 이용하지 않고, 3.3V 등의 저전원전
압으로  최적화한  트랜지스터만을  이용한  버퍼회로가  미국특허  제5,151,619호  CMOS  off  chip  driver 
circuit에 개시되어 있다. 이 특허공보에는 제3도에 나타난 바와 같은 회로가 개시되어 있다. 프리버퍼회
로(PB11)와,  메인버퍼회로용  P형Tr(QP32)  및  N형Tr(QN32)과  다른 P형Tr(QP31 QP33,  QP34)  및 N형

Tr(QN31)이 설치되어 있다. 

출력단자(DO)가  도시되어  있지  않은  다른  회부회로에  의해  구동되고,  출력단자(DO)의  전압(Vout)이 

VDD Vout VDD-Dthp에서 나타나는 전위로 되면 P형Tr(QP31)은 오프한다. 이것에 의해 풀오프용 트랜지

스터의 P형Tr(QP32)의 게이트는 N형Tr(QN31)에 의해 VDD-Vthn의 전위까지 충전이 되어 고저항의 상태로 
온하고, 출력단자(DO)에서 전원전압(VDD)단자로 불필요한 전류가 흐른다는 문제가 있다. 그리고, Vthp은 
P형Tr의 임계치전압, Vthn은 N형Tr의 임계치전압으로 한다.

또한, 다른 종래의 버퍼회로에는 미국특허 제4,963,766호 Low-voltage CMOS output buffer에 개시된 것이 
있고,  그  회로구성을 제4도에  나타낸다.  이  회로에서는 메인버퍼회로를 구성하는 P형Tr(QP42)  및 N형
Tr(QN47)  중  풀오프  트랜지스터의  P형Tr(QP42)의  기판이  5V의  전원전압(VDD5)을  인가되게  두고, P형
Tr(QP42)의 정션접합부에 순바이어스전압이 인가되지 않도록 하고 있다. 
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출력단자(DO)의 전압이 5V로 되면, 출력단자 DO에 드레인을 접속된 P형Tr(Q41)이 온한다. 이것에 의해 P
형Tr(QP42)의 게이트에는 출력단자(DO)와 거의 동일한 5V의 전압이 인가되어 온하고, 출력단자(DO)에서 
전원전압(VDD)단자로의 전류의 흐름은 발생하지 않는다. 

그러나, N형Tr(QN43)과 N형Tr(QN47)의 게이트산화막에는 5V의 전압이 인가되기 때문에, 5V의 내압을 갖추
는 트랜지스터를 제조할 필요가 있다. 이 때문에, 제조비용이 증가한다는 문제가 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상술한 바와 같이, 종래의 출력단자에서 전원전압단자로의 전류의 흐름을 방지하도록 하면, 레벨변환회로
를 설치할 필요상 고속동작의 방해로 되고, 또는 5V의 내압을 갖추는 게이트산화막을 형성할 필요가 생겨 
제조공정의 복잡화를 초래하는 등의 문제가 있었다.

본 발명은 출력단자로부터 전원전압단자로의 불필요한 전류의 흐름을 방지하면서 고속동작 및 비용의 절
감을 도모하는 것이 가능한 출력버퍼회로를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 출력버퍼회로는 데이터 및 인에이블신호를 입력하여 제1 및 제2프리버퍼제어신호를 출력하는 
프리버퍼제어회로와,  상기 프리버퍼제어회로가 출력한 상기 제1프리버퍼제어신호를 입력하여 제1신호를 
출력하는 제1프리버퍼회로이고, 제1전원전압단자와 제2전원전압단자간에 직렬로 접속된 제1 및 제2P형Tr
과, 제1 및 제2N형Tr을 갖추고, 상기 제1P형Tr 및 제2N형Tr의 게이트는 상기 제1프리버퍼제어신호를 입력
하며, 상기 제2P형Tr의 게이트는 제1노드에 접속되고, 상기 제1N형Tr의 게이트는 제1전원전압단자에 접속
되며, 상기 제2P형Tr의 일단과 상기 제1N형Tr의 일단을 접속하는 제2노드에 의해 상기 제1신호를 출력하
는 상기 제1프리버퍼회로, 상기 프리버퍼제어회로가 출력한 상기 제2프리버퍼제어신호를 입력하여 제2신
호를 출력하는 제2프리버퍼회로, 상기 제1 및 제2신호를 입력하여 제3신호를 출력단자에 의해 출력하는 
메인버퍼회로이고, 제1전원전압단자와 제2전원전압단자간에 직렬로 접속된 제3P형Tr과, 제3 및 제4N형Tr
을 갖추며, 상기 제3P형Tr의 게이트는 상기 제1신호를 입력하고, 상기 제3N형Tr의 게이트는 제1전원전압
단자에 접속되며, 상기 제4N형Tr의 게이트는 상기 제2신호를 입력하고, 상기 제3P형Tr의 일단과 상기 제
3N형Tr의 일단을 접속하는 제3노드가 상기 출력단자에 접속되어 있는 상기 메인버퍼회로, 상기 제2 및 제
3P형Tr와 동일한 N형기판에 형성된 제4, 제5 및 제6P형Tr이고, 소스가 제1전원전압단자에 접속되며, 게이
트가 상기 출력단자에 접속되고, 드레인이 상기 N형 기판에 접속되어 있는 상기 제4P형Tr, 소스가 상기 
제2노드에 접속되고, 게이트가 제1전원전압단자에 접속되며 드레인이 상기 출력단자에 접속되어 있는 상
기 제5P형Tr, 소스가 상기 출력단자에 접속되고, 게이트가 제1전원전압단자에 접속되며, 드레인이 상기 
제1노드에 접속된 상기 제6P형Tr를 구비하고 있다. 

메인버퍼회로가 동작정지상태로 되도록 인에이블신호를 입력하면서 출력단자에 제1전원전압단자보다도 높
은 전압이 인가된 경우, 제5P형Tr이 온하고, 출력단자의 전압이 제3P형Tr의 게이트에 인가되어 완전히 오
프한다. 이것에 의해 출력단자에서 제3P형Tr을 매개로 제1전원전압단자로 불필요한 전류가 흐름이 방지된
다. 또한, 제6P형Tr도 온하고, 출력단자의 전압이 제6P형Tr을 매개로 제2P형Tr의 게이트에 인가되어 완전
히 오프하고, 제2P형Tr과 제1P형Tr을 매개로 제1전원전압에 불필요한 전류가 흐름을 방지할 수 있다. 또
한, 동일한 N형기판에 형성된 제2 6Tr의 게이트산화막에는 제1전원전압을 일으키는 것과 같은 전압은 인

가되지 않고, 제조공정의 복잡화를 회피할 수 있다. 

[실시예]

이하, 본 발명의 제1실시예에 대해서 도면을 참조해서 설명한다. 제1실시예는 출력버퍼로서의 기능뿐만 
아니라 입력버퍼의 기능을 갖추는 입출력버퍼회로이고, 그 구성은 제1도에 나타난 바와 같다.

이 입출력버퍼회로는 데이터출력단자(D0)와, 데이터입력단자(D1),  인에이블신호 입력단자(EN), 입출력단
자(I/O),  프리버퍼제어회로(C1,C2),  프리버퍼회로(PB1,PB2),  인에이블회로(MB1),  프리버퍼회로(PB3), 메
인버퍼회로(MB2), P형Tr(QP2 QP4,QP7), N형Tr(QN3,QN6 QN8), N형Tr(QN6 QN8) 및 저항(R)을 구비하고 있

다. 

프리버퍼제어회로(C1)는 데이터출력단자(D0)에 입력단자가 접속된 인버터(IN1)와, 인버터(IN1)의 출력단
에 입력단자의 한쪽이 접속되고, 출력단자가 노드(N1)에 접속된 NOR게이트(NR1)를 갖추고 있다. 프리버퍼
제어회로(C2)는  인에이블신호 입력단자(EN)에  입력단자가 접속되고,  출력단자가 NOR게이트(NR1)의  다른 
편의 입력단자에 접속된 인버터(IN2),  인에이블 신호 입력단자(EN)와 인버터(IN1)의 출력단자에 각각의 
입력단자가 접속되고 출력단자가 노드(N2)에 접속된 NAND게이트(NA1)를 갖춘다.

프리버퍼회로(PB1)는  전원전압(VDD)단자와 접지단자(Vss)단자간에 P형Tr(QP5,QP6),  N형Tr(QN4,QN5)의 각
각의 양단이 직렬로 접속되어 있다. P형Tr(QP5) 및 N형Tr(QN5)의 게이트에는 노드(N1)가 접속되고, N형
Tr(QN4)의 게이트는 전원전압(VDD)단자에 접속되어 있다. P형Tr(QP6)의 드레인과 N형Tr(QN4)의 드레인이 
프리버퍼회로(PB2)의 출력노드(N4)에 접속되어 있다. 

메인버퍼회로(MB1)는  전원전압(VDD)단자와  접지전압(Vss)단자간에  직렬로  접속된  P형Tr(QP1)과 N형
Tr(QN1,QN2)을  갖춘다.  P형Tr(QP1)의  게이트는  노드(N3)에  접속되고,  N형Tr(QN1)의  게이트는 전원전압
(VDD)단자에, N형Tr(QN2)의 게이트는 노드(N4)에 각각 접속되어 있다. 

더욱이, P형Tr(QP1 QP4,QP6 및 QP7)은 공통의 N형 웰기판상에 형성되어 있다. P형Tr(QP3)의 소스는 전원

전압(VDD)단자에, 드레인은 이 N형 웰기판에 접속되어 있다. P형Tr(QP2)은 소스가 노드(N3)에, 게이트가 
전원전압(VDD)단자에,  드레인이  입출력단자(I/O)에  접속되어  있다.  P형Tr(QP4)은  드레인이 P형

Tr(QP6,QP7)의 게이트에 접속되고, 소스가 입출력단자(I/O)에 접속되어 있다. P형Tr(QP7)은 소스가 전원
전압(VDD)단자에 드레인이 N형 웰기판에 접속되어 있다. 
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N형Tr(QN3)은 게이트가 전원전압(VDD)단자에 접속되고, 드레인이 P형Tr(QP4)의 드레인과 P형Tr(QP6,QP7)
의 게이트에 접속되며, 소스가 N형Tr(QN6 QN8)의 드레인과 저항(R)의 일단에 공통 접속되어 있다. N형

Tr(QN6 QN8)은 소스가 접지전압(Vss)단자에 공통접속되어 있고, N형Tr(QN6)의 게이트는 노드(N1)에, N형

Tr(QN7)의 게이트는 노드(N4)에,  N형Tr(QN7)의 게이트는 인버터(IN4,IN5)의 접속노드에 접속되어 있다. 
저항(R)은 양단이 N형Tr(QN7 QN8)의 드레인 및 소스에 병렬로 접속되어 있다. 

이와 같은 구성을 구비하는 본 실시예의 입출력버퍼회로의 동작에 대해 설명한다. 이 입출력버퍼회로는 
인에이블신호 입력단자(EN)에 입력되는 인에이블신호의 논리레벨에 응하여 입력버퍼회로 또는 출력버퍼회
로로서 동작한다.

하이레벨의 인에이블신호가 입력된 경우에, 이 입출력버퍼회로는 입력버퍼회로로서 동작한다. 입출력버퍼
회로가 형성된 반도체집적회로장치내의 내부회로에서 데이터가 출력되고,  데이터출력단자(D0)를  매개로 
프리버퍼제어회로(C1,C2)에  입력된다.  이  데이터의  논리레벨과  동일레벨의  신호가 프리버퍼제어회로
(C1,C2)의 각각의 출력노드(N1,N2)를 매개로 프리버퍼회로(PB1,PB2)에 입력된다. 프리버퍼회로(PB1,PB2)
로 반전된 데이터는 각각 노드(N3,N4)를 매개로 메인버퍼회로(MB1)에 입력되고, 으뜸의 논리레벨을 갖추
는 데이터가 입출력단자(I/O)를 매개로 장치외부로 출력된다.

반대로, 로우레벨의 인에이블신호가 인에이블신호 입력단자(EN)에 입력될 때는 입력데이터와는 관계없이 
노드(N1)는 로우레벨에, 노드(N2)는 하이레벨에 각각 고정되고, 메인버퍼회로(MB1)의 P형Tr(QP1) 및 N형
Tr(QN2)은 같이 오프상태로 되고, 출력버퍼로서는 동작하지 않는 상태로 된다. 이 경우에는 입력버퍼회로
로서 동작하여 얻은 상태로 된다. 장치외부로부터 입출력단자(I/O)를 매개로 데이터가 입력되고 프리버퍼
회로(PB3)와 메인버퍼회로(MB2)에 의해 증폭되어 데이터입력단자(D1)에 의해 내부회로로 전송된다.

다음에, 본 실시예에 있어서 P형Tr(QP1 QP4, QP6 및 QP7)이 형성되어 있는 동일 N형 웰기판으로의 전압

의 인가가 제어되는 작용, 또는 N형 웰기판 또는 전원전압(VDD)단자로 불필요한 전류가 흐름이 방지되는 
작용에 대해서 설명한다. 여기서 도시되고 있는 전원전압(VDD)은 3.3V로 한다. 

하이레벨의 인에이블신호가 입력되어 출력버퍼로서 동작하면서 3.3V의 전압이 입출력단자(I/O)로부터 외
부로 출력되는 경우, 또는 로우레벨의 인에이블신호가 입력되어 메인버퍼회로(MB1)가 동작정지상태로 되
고, 외부로부터 입출력단자(I/O)로 3.3V의 전압이 인가되는 것과 같은 경우는 P형Tr(QP3)은 오프하고, 이 
소스에 접속된 전원전압(VDD)단자로부터 N형 웰기판 및 드레인으로의 전류의 흐름은 정지된다. 그러나, P
형Tr(QP7)은 온하게 되고, N형 웰기판으로의 3.3V의 전압의 공급이 행해진다.

로우레벨의 인에이블신호가 입력되어 메인버퍼회로(MB1)가 동작정지상태에 있으면서 외부로부터 입출력단
자(I/O)로 5V가 인가된 경우에는 P형Tr(QP4)이 온한다. 이것에 의해 입출력단자(I/O)에 인가되고 있는 5V
의 전압이 P형Tr(QP5)을 매개로 P형Tr(QP7)의 게이트에 인가되어 오프한다. 그 결과, P형Tr(QP4)을 매개
로 N형 웰기판으로 5V의 전압이 직접 공급되지 않고, 입출력단자(I/O)에 일단이 접속된 P형
Tr(QP1,QP2,QP4)의 PN접합부를 매개로 N형 웰기판으로 전류가 흐르게 된다.

따라서, 입출력단자(I/O)에 외부회로에 따라 5V의 전압이 인가된 경우에도 입출력단자(I/O)로부터 직접 N
형 웰기판으로는 전류는 흐르지 않고, P형Tr(QP1,QP2,QP4)의 PN접합부를 매개로 전류가 흐르게만 되어 입
출력단자(I/O)에서 N형 웰기판을 경유해서 전원전압(VDD)단자로 불필요한 전류가 흐름을 방지할 수 있다.

또한, 입출력단자(I/O)에 5V의 전압이 인가된 경우, 온상태로 되는 P형Tr(QP2)이 입출력단자(I/O)의 5V의 
전위를 P형Tr(QP1)의  게이트에 인가해서 이 P형Tr(QP1)을  완전히 오프시킨다.  이것에 의해 입출력단자
(I/O)로부터 P형Tr(QP1)을 매개로 전원전압(VDD)단자로 불필요한 전류가 흐름을 방지할 수 있다. 

더욱이, P형Tr(QP1)의 게이트전위가 약 5V로 되면, 온하고 있는 P형Tr(QP4)을 매개로 입출력단자(I/O)의 
5V의 전위가 P형Tr(QP6)의 게이트에 인가되어 P형Tr(QP6)가 완전히 오프한다. 따라서, P형Tr(QP6)을 매개
로 입출력단자(I/O)의 5V의 전위가 P형Tr(QP5)의 드레인으로 공급되지 않고, P형Tr(QP5)을 매개로 전원전
압(VDD)단자로 불필요한 전류가 흐르는 것이 방지된다. 

입출력단자(I/O)에 5V의 전압이 인가되어 있는 경우, P형Tr(QP6)의 게이트는 전원전압(VDD)이 인가되어 
충전된다. 이 게이트에는 전원전압(VDD)이 인가되어 있는 N형Tr(QN3)의 드레인이 접속되어 있고, 이 N형
Tr(QN3)의 소스와 접지전압단자(Vss)간에는 병렬로 N형Tr(QN6 QN8) 및 저항(R)이 접속되어 있다. 이것에 

의해  충전되어  있는  P형Tr(QP6)의  게이트의  전하를  접지전압(Vss)단자로  뽑아내는  것이  가능하여 P형
Tr(QP6)을 완전히 온시킬 수 있다. 

또한, 하이레벨의 인에이블신호가 입력되어 출력버퍼로서 동작할 때이었던 하이레벨(3.3V)의 신호를 입출
력단자(I/O)로부터 외부로 출력하는 경우는 메인버퍼회로(MB1)의 P형Tr(QP1)는 온하고 있다. 이때, 프리
버퍼제어회로(C1)로부터는 하이레벨의 프리버퍼제어신호가 노드(N1)에 출력되게 되고, N형Tr(QN6)은 온하
고 있다. 

반대로,  로우레벨의 신호를 입출력단자(I/O)로부터 출력하는 경우는 메인버퍼회로(MB1)의  N형Tr(QN2)의 
게이트에는 노드(N4)에 의해 하이레벨(3.3V)의 전압이 인가되어 온하고, 또한 노드(N4)에 게이트가 접속
된 N형Tr(QN7)도 온한다. 더욱이, 입출력단자(I/O)가 로우레벨로 되는 것으로 인버터(IN4)의 출력측의 전
위가 하이레벨로 반전되고, 이 전위를 게이트로 입력되는 N형Tr(QN7)도 온한다. 이 결과, 저항(R)에 있어
서 불필요한 전류가 소비되지 않고, 또한 P형Tr(QP1)가 완전히 오프하고 있지 않더라도 불필요한 전류가 
접지전압(Vss)단자로 흐르는 것이 방지된다. 

여기서, N형Tr(QN3)는 전원전압(VDD)을 게이트에 인가하여 항상 온상태로 된다. 이 N형Tr(QN3)가 설치되
어 있는 것으로 입출력단자(I/O)에 5V의 전압이 인가되어 있는 경우에도 N형Tr(QN3)의 임계치전압분만 강
하한 전압이 저항(R)의 일단에 인가되기 때문에, 저항(R)에 있어서의 소비전류가 절감된다. 또한, N형
Tr(QN6 QN8)의 게이트·드레인간 전압(Vgd)을 저하시키고, 게이트산화막에 요구되는 내압을 저하시킬 수 

있다. 동일하게, 게이트에 전원전압(VDD)이 인가되어 온상태로 되는 N형Tr(QN1,QN4)도 소비전력을 절감시
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켜 게이트산화막으로 인가되는 전압을 저하시킬 수 있다. 

다음에, 본 발명의 제2실시예에 의한 출력버퍼회로를 제2도를 참조해서 설명한다. 본 실시예에서는 제1실
시예와 다르게 입력버퍼회로로서 동작하는 기능은 구비하고 있지 않다.

이 출력버퍼회로가 설치된 장치의 내부회로로부터 전송되어 장치외부로 출력해야 할 데이터는 데이터출력
단자(D0)에 입력된다. 이 데이터출력단자(D0)에 인버터(IN6) 및 NOR게이트(NR2)를 갖추는 프리버퍼제어회
로(C3)의  입력측이  접속되어  있다.  이  프리버퍼제어회로(C3)의  출력노드(N11)에  게이트가  접지된 P형
Tr(QP16)의 양단을 매개로 프리버퍼회로(PB4)의 P형Tr(QP14)의 게이트가 접속되고, 더욱이 출력노드(N1
1)에는 프리버퍼회로(PB4)의 N형Tr(QN14)의 게이트가 접속되어 있다. 또한, P형Tr(QP16)의 드레인과 P형
Tr(QP14)의  게이트를  접속하는  노드에는  드레인  및  게이트가  전원전압(VDD)단자에  공통접속된 P형
Tr(QP15)의 소스가 접속되어 있다. 

프리버퍼회로(PB4)는 소스가 N웰형기판에 접속된 P형Tr(QP14)와, P형Tr(QP14)의 드레인과 접지전압(Vss)
단자와의 사이에 직렬로 접속된 N형Tr(QN13,QN14)을 갖추고 있다. N형Tr(QN13)은 게이트가 전원전압(VD
D)단자에 접속되어 있다. 인에이블신호가 입력되는 인에이블신호 입력단자(EN)에는 인버터(IN7) 및 NAND
게이트(NA2)를 갖추는 프리버퍼제어회로(C4)의 입력측이 접속되어 있다. 

이 프리버퍼제어회로(C4)의 출력노드(N12)에는 인버터(IN8)를 갖추는 프리버퍼회로(PB5)의 입력측이 접속
되어 있다. 

프리버퍼회로(PB4)에 있어서 P형Tr(QP14)의 드레인과 N형Tr(QN13)의 드레인을 접속하는 노드(N13)에는 메
인버퍼회로(MB3)의 P형Tr(QP11)의 게이트가 접속되어 있다. 또한, 노드(N13)에는 게이트에 전원전압(VD
D)이 입력된 P형Tr(QP12)의 소스도 접속되어 있다. 메인버퍼회로(MB3)는 전원전압(VDD)단자와 접지전압
(Vss)단자의 사이에 이 P형Tr(QP11)와, 게이트가 전원전압(VDD)단자에 접속된 N형Tr(QN11), 프리버퍼회로
(PB5)의 출력노드(N14)에 게이트가 접속된 N형Tr(QN12)가 직렬로 접속되어 있다. 

P형Tr(QP11)와 N형Tr(QN11)의 드레인은 출력단자(O)에 공통 접지되게 되고, 출력단자(O)에는 소스가 전원
전압(VDD)단자에 접속된 P형Tr(QP13)의 게이트가 접속되어 있다. 또한, P형Tr(QP11 QP14, QP16)은 동일

한 N형 웰기판에 형성되어 있다. 

하이레벨의 인에이블신호가 인에이블신호 입력단자(EN)에 입력될 때에 이 회로는 출력버퍼로서 동작하는 
상태로 되고, 로우레벨의 인에이블신호가 입력될 때는 비동작상태로 된다. 

하이레벨의 인에이블신호가 된 경우, 데이터출력단자(D0)에 입력된 데이터의 레벨에 응한 프리버퍼제어신
호가 노드(N11,N12)에 출력된다. 하이레벨의 데이터가 입력된 때는 노드(11)는 하이레벨로, 노드(N12)는 
로우레벨로 되고, 각각 프리버퍼회로(PB4,PB5)로 반전되어 노드(13,14)에 의해 로우레벨의 신호와 하이레
벨의 신호가 출력된다. 이 노드(13,14)의 신호가 메인버퍼회로(MB3)에 입력되어 입력데이터와 동일논리레
벨의 데이터가 출력단자(O)에 의해 장치외부로 출력된다.

로우레벨의 인에이블신호가 입력된 경우는 데이터의 논리레벨에 걸리지 않는 메인버퍼회로(MB3)는 동작시
키지 않고 하이인피던스상태로 된다. 

다음에, 동일한 N형 웰기판에 형성된 P형Tr(QP11 QP14,QP16)의 작용에 대해서 설명한다. 출력단자(0)의 

전위가 전원전압(VDD;3V)에 P형Tr(QP3)의 임계치전압(Vthp)을 인가한 레벨보다도 낮게 되면 P형Tr(QP13)
은 온하고, P형Tr(QP13)의 소스에 접속된 전원전압(VDD)단자에 의해 P형Tr(QP13)의 드레인에 접속된 N형 
웰기판에 전원전압(VDD)이 공급된다. 이것에 의해 N형 웰기판은 이 전위(VDD)로 고정된 상태로 된다.

P형Tr(QP12)의 게이트에는 전원전압(VDD)이 인가되게 되고, 출력단자(0)가 (VDD-Vthp) 이상의 전위로 되
면 온한다. P형Tr(QP12)가 온하면 P형Tr(QP11)의 게이트에 접속된 노드(N11)와 출력단자(0)가 동일전위로 
되고, P형Tr(QP11)는 오프한다. 이 결과, 출력단자(0)로부터 전원전압(VDD)단자로 불필요한 전류가 흐름
이 방지된다. 

또한, 노드(N11)에 양단이 접속되어 게이트가 접지되어 항상 온상태로 되는 P형Tr(QP16)는 프리버퍼제어
회로(C3)의 출력으로부터 도통저항분만 강하한 전압을 P형Tr(QP14)의 게이트에 전하기 위해 설치되어 있
다. 이 P형Tr(QP16)의 드레인과 P형Tr(QP14)의 게이트간에 소스가 접속된 P형Tr(QP15)의 P형Tr(QP14)의 
게이트전위가 소정레벨보다도 저하하지 않도록 전원전압(VDD)단자와 P형Tr(QP14)의 게이트간을 도통시키
기 위해 설치되어 있다. 

다음에, 본 실시예에 있어서 하이레벨의 인에이블신호가 입력되어 동작상태에 있고, 출력단자(0)가 0V의 
상태로부터 전압(VDD;3.3V) 레벨의 신호를 출력하는 경우, 전압(VDD)레벨을 출력하는 상태에서 0V로 되는 
경우, 또한 출력단자(0)에 접속되어 있는 외부회로에 의해 5V가 인가된 상태로부터 전압(VDD)레벨로 되는 
경우, 5V가 인가된 상태로부터 0V로 되는 경우에 대해서 각 트랜지스터의 작용을 설명한다.

우선, 출력단자(0)가 0V로부터 전압(VDD)레벨을 출력하는 경우는 출력단자(0)가 최초로 0V이기 때문에 P
형Tr(QP13)가 온상태로 된다. 이것에 의해 N형 웰기판은 전원전압(VDD)이 인가된다. 

이 상태로부터 데이터출력단자(D0)에 하이레벨의 데이터(D)가 입력되면 노드(N11)는 하이레벨로 되고, P
형Tr(QP14)와 N형Tr(QN14)의 게이트전위는 하이레벨로 된다. 노드(N13)는 로우레벨로 되고, P형Tr(QP11)
가 온해서 출력단자(0)가 충전되어 전위가 상승한다. 이 출력단자(0)가 전압(VDD)+임계치전압(Vthp)까지 
상승하면 N형 웰기판은 프로틴상태로 되지만, 전압(VDD)부근의 레벨을 유지한다.

이 출력단자(0)가 전압(VDD)레벨의 신호를 출력하고 있는 상태로부터 0V로 변화할 때는 다음과 같다. 로
우레벨의 데이터가 데이터입력단자(D0)에 입력되어 노드(13)가 하이레벨로 되고, 메인버퍼회로(MB3)의 P
형Tr(QP11)가 오프한다. 한편 노드(N14)는 하이레벨로 되어 N형Tr(QN12)가 온한다. 출력단자(0)에 충전되
어 있는 전하가 N형Tr(QN12)에 의해 방전되어 0V로 된다. P형Tr(QP11 QP14,QP16)가 형성된 N형 웰기판은 

상술한 바와 같이 당초는 프로틴상태로 된다. 그러나, 출력단자(0)가 전압(VDD+Vthp)  이하로 되면 P형
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Tr(QP13)가 온하기 때문에 재차 N형 웰기판은 전원전압(VDD)을 인가되어 일정 전위를 유지한다.

출력단자(0)가 외부회로에 의해 5V를 인가된 상태로부터 전압(VDD)레벨을 출력하는 상태로 변화할 때는 
이하와 같다. 출력단자(0)가 5V의 레벨로 될 때, P형Tr(QP12)가 온하고, 노드(N13)가 출력단자(0)와 거의 
동일레벨로 되어 P형Tr(QP14)도 온한다.

다음에,  하이레벨의  데이터가  데이터출력단자(D0)에  의해  입력되어  노드(N11)가  하이레벨로  되어 N형
Tr(QN14)가  온한다.  P형Tr(QP12,QP14),  N형Tr(QN13,QN14)의  상태비를  적당하게  설정하는  것으로 P형
Tr(QP11)의 게이트에 접속된 노드(N13)의 전위를 중간전위로 유지한 상태로 출력단자(0)의 전위를 서서히 
저하시킬 수 있다. 이것에 의해 어느것의 트랜지스터의 게이트산화막에도 3V를 초과하는 높은 전압이 인
가되지 않는다. 

노드(N13)가 중간전위로 되면, P형Tr(QP11)는 고저항인 상태로 온하여 출력단자(0)는 서서히 전압(VDD)의 
레벨로 된다. 출력단자(0)가 (VDD-Vthp)  이하의 단계에서는 P형Tr(QP12,QP14)는 같이 오프한다. 이것에 
의해 P형Tr(QP11)의 게이트전위는 0V로 된다. 그러나, 이 경우에는 출력단자(0)의 전위도 낮고, 어느 하
나의 트랜지스터의 게이트산화막에도 3V를 초과하는 높은 전압은 인가되지 않는다.

출력단자(0)가 5V가 인가된 상태로부터 0V로 변화하는 경우는 이하와 같다. 출력단자(0)의 전위가 5V인 
경우는 P형Tr(QP12,QP14)가 온상태로 되고, P형Tr(QP14)의 게이트전위는 -Vthp이다. 이것에 의해 게이트
산화막에는 (5V-Vthp)의  전위가 인가된다.  따라서,  P형Tr(QP14)의  임계치전압(Vth)이 -1 -1.4V  정도로 

되도록 설정하는 것으로 게이트산화막에 3V를 초과하는 것과 같은 높은 전압이 인가되지 않는다. 다음에, 
로우레벨의 데이터출력단자(0)로부터 입력되면 노드(N14)가 하이레벨로 되어 N형Tr(QN12)가 온하여 출력
단자(0)는 0V로 방전된다.

다음에, 로우레벨의 인에이블신호가 인에이블입력단자(EN)에 입력되고, 메인버퍼회로(MB3)를 동작시키지 
않는 하이인피던스상태로 되어 있던 경우이고, 출력단자(0)가 전압(VDD)으로부터 5V로 변화한 경우에 대
해서 설명한다. 출력단자(0)가 전압(VDD)의 레벨로 될 때, P형Tr(QP14)가 온하게 되고, N형Tr(QN14)의 게
이트전위는 -Vthp로 된다. N형 웰기판은 전압(VDD) 부근에서 프로틴상태로 된다. 출력단자(0)가 VDD의 레
벨로부터 (VDD-Vthp)까지 상승하면, P형Tr(QP12)가 온한다. 이것에 의해 출력단자(0)와 노드(N13)가 거의 
동일한 전위로 된다. P형Tr(QP14)도 온하게 되고, N형 웰기판은 출력단자(0)의 전위에 동일하게 되고, 곧 
출력단자(0)의 전위가 5V까지 상승한다. 여기서, 기판바이어스효과를 이용하는 등에 의해 P형Tr(QP14)의 
임계치전압(Vthp)이 -1 -1.4V로 되도록 설정하는 것으로 P형Tr(QP14)의 게이트에 3V를 초과하는 것과 같

은 높은 전압이 인가되지 않도록 할 수 있다. 

로우레벨의 인에이블신호가 입력되면서 출력단자(0)가 5V가 인가된 상태로부터 전압(VDD)까지 변화한 경
우에도 상술한 출력단자(0)가 전압(VDD)으로부터 5V로 변화한 경우와 동일하고, 게이트산화막에 높은 전
압이 인가되지 않도록 할 수 있다. 출력단자(0)가 (VDD-Vthp) 이하로 되면 P형Tr(QP12)는 오프해서 N형 
웰기판과 P형Tr(QP11)의 게이트전위가 (VDD-Vthp) 부근에서 프로틴상태로 된다. 

이상과 같이 제1 및 제2실시예에 의하면, 전원전압(VDD)단자로 불필요한 전류가 흐르는 것을 방지할 수 
있다. 더욱이, 게이트산화막에 3V 이상의 높은 전압이 인가되지 않고, 전원전압 3.3V에서 최적화를 도모
한 3.3V 대응의 트랜지스터를 이용하는 것이 가능하다. 따라서, 5V 대응의 트랜지스터를 제조할 필요가 
없고, 제조공정의 복잡화가 방지되어 제조비용의 절감이 달성된다.

또한, 전원전압(VDD; 3.3V)을 외부로 출력하는 경우, 종래는 N형 웰기판으로의 전원전압(VDD)의 공급이 
정지되어 프로틴상태로 되지만, 상술한 실시예에 의하면 N형 웰기판으로 전원전압(VDD)이 공급되어 일정
전위로 안정한다. 

더욱이, 종래는 출력단자의 전위가 (VDD-Vthp) VDD의 범위내에 있을 때, 풀오프용 P형Tr의 게이트가 필

요한 하이레벨의 전위까지 도달시키지 않아 완전히 오프시키지 않는 불안정한 동작상태로 되는 경우가 있
었다. 이것에 의해 상술한 바와 같이 출력단자로부터 풀오프용 P형Tr를 매개로 전원전압(VDD)단자로 불필
요한 전류가 흐르는 것이 있었다. 이것에 대해, 제1 및 제2실시예에서는 제1실시예에 있어서의 입출력단
자(I/O), 제2실시예에 있어서의 출력단자(0)의 각각의 전위가 0 5V의 번위로 되는 경우로 되어도 이와 

같은 불필요한 전류의 발생을 방지할 수 있다. 

상술한 실시예는 제1실시예로서 본 발명을 한정하는 것은 아니다. 이 실시예에 의하면, 제1 및 제2실시예
에서는 전원전압(VDSD)을 3.3V로 해서 이것보다 높은 전압을 5V로 하고 있지만, 이들의 수치에는 한정되
지 않고 다른 전원전압으로 동작하는 회로간에서 이용되는 것이면 된다. 또한, 제1실시예에서는 출력버퍼
회로로서의 구성뿐만 아니라 입력버퍼회로로서의 구성도 구비하고 있지만 입력버퍼회로로서의 구성은 구
비하지 않는 것이 좋다. 또한, 제2실시예는 출력버퍼회로로서의 구성만을 구비하고 있지만, 제1실시예와 
같이 입력버퍼회로로서 동작하는 구성을 부가할 수도 있다. 

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 제1프리버퍼회로를 갖추는 제2P형Tr와 메인버퍼회로를 갖추는 
제3P형Tr이 형성되어 있는 동일 N형기판상에 소스가 제1전원전압단자에, 게이트가 출력단자에, 드레인이 
N형기판에 각각 접속된 제4P형Tr와, 소스가 제3P형Tr의 게이트에, 게이트가 제1전원전압단자에, 드레인이 
출력단자에 각각 접속된 제5P형Tr, 소스가 출력단자에, 게이트가 제1전원전압단자에, 드레인이 제2P형Tr
의 게이트에 각각 접속된 제6P형Tr를 형성한 것으로, 출력단자에 제1전원전압 이상의 전압이 인가된 경우
에도 제3P형Tr, 또는 제1 및 제2P형Tr를 매개로 출력단자로부터 제1전원전압단자로 불필요한 전류가 흐르
지 않고, 또한 게이트산화막에 제1전원전압을 초과하는 전압은 인가되지 않으며, 제조공정의 복잡화가 방
지된다. 

(57) 청구의 범위
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청구항 1 

데이터 및 인에이블신호를 입력하여 제1 및 제2프리버퍼제어신호를 출력하는 프리버퍼제어회로와, 이 프
리버퍼제어회로가 출력한 상기 제1프리버퍼제어신호를 입력하고, 제1신호를 출력하는 제1프리버퍼회로이
고, 제1전원전압단자와 제2전원전압단자간에 직렬로 접속된 제1 및 제2P채널형 MOS트랜지스터와, 제1 및 
제2N채널형 MOS트랜지스터를 갖추고, 상기 제1P채널형 MOS트랜지스터 및 제2N채널형 MOS트랜지스터의 게
이트는 상기 제1프리버퍼제어신호를 입력하고, 상기 제2P채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 제1노드에 접
속되며, 상기 제1N채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 제1전원전압단자에 접속되고, 상기 제2P채널형 MOS트
랜지스터의 일단과 상기 제1N채널형 MOS트랜지스터의 일단을 접속하는 제2노드에 의해 상기 제1신호를 출
력하는 상기 제1프리버퍼회로, 상기 프리버퍼제어회로가 출력한 상기 제2프리버퍼제어신호를 입력하여 제
2신호를 출력하는 제2프리버퍼회로, 상기 제1 및 제2신호를 입력하고, 제3신호를 출력단자에 의해 출력하
는 메인버퍼회로이고, 제1전원전압단자와 제2전원전압단자간에 직렬로 접속된 제3P채널형 MOS트랜지스터
와 제3 및 제4N채널형 MOS트랜지스터를 갖추며, 상기 제3P채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 상기 제1신호
를 입력하고, 상기 제3N채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 제1전원전압단자에 접속되며, 상기 제4N채널형 
MOS트랜지스터의 게이트는 상기 제2신호를 입력하고, 상기 제3P채널형 MOS트랜지스터의 일단과 상기 제3N
채널형 MOS트랜지스터의 일단을 접속하는 제3노드가 상기 출력단자에 접속되어 있는 상기 메인버퍼회로 
및, 소스가 제1전원전압단자에 접속되고, 게이트가 상기 출력단자에 접속되며, 드레인이 상기 N형기판에 
접속되어 있는 상기 제4P채널형 MOS트랜지스터와, 소스가 상기 제2노드에 접속되고, 게이트가 제1전원전
압단자에 접속되며, 드레인이 상기 출력단자에 접속되어 있는 상기 제5P채널형 MOS트랜지스터 및, 소스가 
상기 출력단자에 접속되고, 게이트가 제1전원전압단자에 접속되며, 드레인이 상기 제1노드에 접속된 상기 
제6P채널형 MOS트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 출력버퍼회로.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 제2 및 제3P채널형 MOS트랜지스터는 동일한 N형 기판에 형성되어 있고, 소스가 제1
전원전압단자에 접속되며, 게이트가 상기 제1노드에 접속되고, 드레인이 상기 N형기판에 접속된 제7P채널
형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 출력버퍼회로.

청구항 3 

제2항에 있어서, 드레인이 상기 제1노드에 접속되고, 게이트가 제1전원전압단자에 접속된 제5N채널형 MOS
트랜지스터와, 일단이 상기 제5N채널형 MOS트랜지스터의 소스에 접속되고, 타단이 제2전원전압단자에 접
속된 저항을 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 출력버퍼회로.

청구항 4 

제3항에 있어서, 드레인 및 소스가 상기 저항의 양단에 병렬로 접속되고, 게이트에 상기 제1프리버퍼제어
신호를 입력하는 제6N채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 출력버퍼회로.

청구항 5 

제4항에 있어서, 드레인 및 소스가 상기 저항의 양단에 병렬로 접속되고, 게이트에 상기 제2신호를 입력
하는 제7N채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 출력버퍼회로.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 출력단자에 접속되고, 외부로부터 상기 출력단자에 의해 입력된 데이터를 주어 반
전하여 제4신호를 출력하는 제3프리버퍼회로와, 상기 제3프리버퍼회로로부터 출력된 상기 제4신호를 주어 
반전하여 제5신호를 출력하는 제2메인버퍼회로 및, 드레인 및 소스가 상기 저항의 양단에 병렬로 접속되
고, 게이트에 상기 제4신호를 입력하는 제8N채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 
출력버퍼회로.

청구항 7 

제4항에 있어서, 상기 출력단자에 접속되고, 외부로부터 상기 출력단자에 의해 입력된 데이터를 주어 반
전하여 제4신호를 출력하는 제3프리버퍼회로와, 상기 제3프리버퍼회로로부터 출력된 상기 제4신호를 주어 
반전하여 제5신호를 출력하는 제2메인버퍼회로 및, 드레인 및 소스가 상기 저항의 양단에 병렬로 접속되
고, 게이트에 상기 제4신호를 입력하는 제8N채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 
출력버퍼회로.

청구항 8 

제3항에 있어서, 드레인 및 소스가 상기 저항의 양단에 접속되고, 게이트에 상기 제2신호를 입력하는 제
7N채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 출력버퍼회로.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 출력단자에 접속되고, 외부로부터 상기 출력단자에 의해 입력된 데이터를 주어 반
전하여 제4신호를 출력하는 제3프리버퍼회로와, 상기 제3프리버퍼회로로부터 출력된 상기 제4신호를 주어 
반전하여 제5신호를 출력하는 제2메인버퍼회로 및, 드레인 및 소스가 상기 저항의 양단에 병렬로 접속되
고, 게이트에 상기 제4신호를 입력하는 제8N채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 
출력버퍼회로.

청구항 10 

제3항에 있어서, 상기 출력단자에 접속되어 외부로부터 상기 출력단자에 의해 입력된 데이터를 주어 반전
하여 제4신호를 출력하는 제3프리버퍼회로와, 상기 제3프리버퍼회로로부터 출력된 상기 제4신호를 주어 
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반전하여 제5신호를 출력하는 제2메인버퍼회로 및, 드레인 및 소스가 상기 저항의 양단에 병렬로 접속되
고, 게이트에 상기 제4신호를 입력하는 제8N채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 
출력버퍼회로.

청구항 11 

데이터 및 인에이블신호를 입력하고, 제1 및 제2프리버퍼제어신호를 출력하는 프리버퍼제어회로와, 이 프
리버퍼회로가 출력한 상기 제1프리버퍼제어신호를 입력하고,  제1신호를 출력하는 제1프리버퍼회로이고, 
제1노드와 제2전원전압단자간에 직렬로 접속된 제1채널형 MOS트랜지스터와, 제1 및 제2N채널형 MOS트랜지
스터를 갖추고, 상기 제1P채널형 MOS트랜지스터 및 제2N채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 상기 제1프리버
퍼제어신호를 입력하고, 상기 제1N채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 제1전원전압단자에 접속되며, 상기 
제1P채널형 MOS트랜지스터의 일단과 상기 제1N채널형 MOS트랜지스터의 일단을 접속하는 제2노드에 의해 
상기 제1신호를 출력하는 상기 제1프리버퍼회로, 상기 프리버퍼제어회로가 출력한 상기 제2프리버퍼제어
신호를 입력하여 제2신호를 출력하는 제2프리버퍼회로, 상기 제1 및 제2신호를 입력하여 제3신호를 출력
단자에 의해 출력하는 메인버퍼회로이고, 제1전원전압단자와 제2전원전압단자간에 직렬로 접속된 제2P채
널형 MOS트랜지스터와 제3 및 제4N채널형 MOS트랜지스터를 갖추며, 상기 제2P채널형 MOS트랜지스터의 게
이트는 상기 제1신호를 입력하고, 상기 제3N채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 제1전원전압단자에 접속되
며, 상기 제4N채널형 MOS트랜지스터의 게이트는 상기 제2신호를 입력하고, 상기 제2P채널형 MOS트랜지스
터의 일단과 상기 제3N채널형 MOS트랜지스터의 일단을 접속하는 제3노드가 상기 출력단자에 접속되어 있
는 상기 메인버퍼회로 및, 소스가 제1전원전압단자에 접속되고, 게이트가 상기 출력단자에 접속되며, 드
레인이 상기 N형기판에 접속되어 있는 상기 제3P채널형 MOS트랜지스터와, 소스가 상기 제2노드에 접속되
어 있는 상기 제4P채널형 MOS트랜지스터 및, 상기 제1프리버퍼제어회로의 출력측과 상기 제1P채널형 MOS
트랜지스터의 게이트간에 양단이 접속되고, 게이트가 제2전원전압단자에 접속되어 있는 상기 제5P채널형 
MOS트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 출력버퍼회로.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 제1 및 제2P채널형 MOS트랜지스터와, 상기 제3, 제4 및 제5P채널형 MOS트랜지스터
는 동일한 N형기판에 형성되고, 소스 및 게이트를 제1전원전압단자에 접속하고, 드레인을 상기 제1P채널
형 MOS트랜지스터의 게이트에 접속한 제6P채널형 MOS트랜지스터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 출
력버퍼회로.
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